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Э
нергонезависимая память 
NVRAM (Non-Volatile 
Random Access Memory) – это 
оперативная память LPSRAM 

(Low Power SRAM – статическое ОЗУ 
с очень низким потреблением), сохра-
няющая данные независимо от нали-
чия основного питания благодаря на-
личию встроенной литиевой батареи 
для резервного питания. Интегриро-
ванная схема контроля и переключе-
ния на резервный источник питания 
(супервизор и коммутатор литиевой ба-
тареи) гарантирует работоспособность 
памяти NVRAM и сохранение данных 
в течение десяти лет при полном от-

сутствии внешнего питания. Компания 
STMicroelectronics выпускает такой тип 
энергонезависимой памяти под торговой 
маркой ZEROPOWER NVRAM. На-
звание говорит само за себя – NVRAM 
с нулевым потреблением мощности. Ко-
нечно, мощность потребления есть и 
обычно находится в пределах 1 мкА или 
чуть более для самых больших объемов 
памяти. Именно такие токи потребле-
ния в резервном режиме и обеспечивают 
сохранность записанной информации в 
течение десяти лет и более при полном 
отсутствии основного питающего напря-
жения. Важным преимуществом микро-
схем ZEROPOWER NVRAM является 

неограниченное количество циклов пере-
записи (для EPROM, EEPROM и Flash 
этот параметр находится в пределах от 
одной тысячи до ста миллионов).

На рисунке  1 представлены 
два варианта конструкции памяти 
ZEROPOWER NVRAM. На примере 
серии M48Z35  (рис.  1а) показан кор-
пус SNAPHAT со съемной литиевой ба-
тареей (корпус выполнен в виде закон-
ченного устройства с креплениями для 
фиксации). Недостаток такого варианта 
исполнения – довольно большая высо-
та двух корпусов, соединенных вместе, 
поэтому для случаев, когда очень важ-
но иметь малую высоту компонентов на 

печатной плате, разработана конструк-
ция с внешней батареей, подключаемой 
непосредственно к выводам низкопро-
фильного корпуса, что позволяет резко 
уменьшить вертикальный размер энер-
гонезависимой памяти. Пример исполь-
зования низкопрофильного корпуса 
энергонезависимой памяти показан на 
рисунке 1б для серии M48Z32V.

Необходимо отметить, что литиевые 
батареи в корпусе SNAPHAT имеют 
свои наименования для разных емко-
стей (48 или 120 мА/ч) и заказывают-
ся отдельно. Наименования для заказа 
литиевых батарей в корпусе с фикси-
рующими элементами приведены на ри-

сунке 2, где хорошо видны выводы ли-
тиевой батареи, служащие одновременно 
и направляющими для точной установ-
ки конструкции на корпусе. Фиксато-
ры с защелками обеспечивают надеж-
ное крепление и легкую замену батареи 
при необходимости. Диапазон рабочих 
температур литиевых батарей в корпусе 
SNAPHAT от -40 до 85°С.

На рисунке  3 приведена струк-
турная схема энергонезависимой па-
мяти ZEROPOWER NVRAM ком-
пании STMicroelectronics. Память 
ZEROPOWER состоит из двух основ-
ных блоков: микромощного статиче-
ского ОЗУ (LPSRAM или Low Power 
SRAM) и схемы контроля и переклю-
чения питания (супервизора). Схема 
защиты записи при сбоях по питанию 
исключает потерю и искажение инфор-
мации при недостаточном напряжении 
питания микроконтроллера. Суперви-
зор отслеживает напряжение питания 
статического ОЗУ и при предельно низ-
ком допустимом уровне переключает 
питание с основного источника на ре-
зервную литиевую батарею, так как при 
снижении основного напряжения пита-
ния Vcc ниже определенного порогового 
значения микроконтроллер может рабо-
тать неустойчиво, что может привести к 
ошибкам записи или даже потери дан-
ных в ОЗУ. Для предотвращения та-
кой нежелательной ситуации схема за-
щиты записи блокирует доступ к ОЗУ 
и удерживает такое состояние до вос-
становления основного напряжения пи-
тания в допустимых пределах. Сейчас 
компания STMicroelectronics выпускает 
микросхемы энергонезависимой памя-
ти с объемом от 16  кбит до 16 Мбит. 
Основные параметры выпускаемых ми-
кросхем ZEROPOWER NVRAM сведе-
ны в таблицу 1.

Большинство микросхем энерго-
независимой памяти выпускается для 
коммерческого диапазона темпера-
тур (0...70°С), но есть серия микро-
схем M48Z512AY с индустриальным 
(-40...85°С) и коммерческим диапазона-
ми рабочих температур.

Микросхемы памяти ZEROPOWER 
NVRAM выпускаются в нескольких ти-

Энергонезависимые ОЗУ с минимальными токами потребления в режиме 
работы от источника резервного питания и неограниченным количеством ци-
клов перезаписи выпускаются компанией STMicroelectronics под фирменным 
наименованием Zeropower.

Память ZEROPOWER состоит из двух основных блоков: микро-
мощного статического ОЗУ (LPSRAM или Low Power SRAM) и схемы 
контроля и переключения питания (супервизор и коммутатор ли-
тиевой батареи). Последние гарантируют работоспособность па-
мяти NVRAM и сохранение данных в течение десяти лет при пол-
ном отсутствии внешнего питания. Компания STMicroelectronics 
выпускает микросхемы энергонезависимой памяти с объемом от 
16 Кбит до 16 Мбит.

ZEROPOWER NVRAM – 
микросхемы энергонезависимой 
памяти
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пах корпусов. Основным корпусом для 
поверхностного монтажа (SMD) явля-
ется корпус SNAPHAT. Микросхема в 
корпусе SOH28 имеет стандартное рас-
положение выводов статической памя-
ти SRAM, а литиевая батарея крепит-
ся сверху с помощью фиксаторов для 
ее оперативной замены. Низкопрофиль-
ный корпус SNAPHAT позволяет уста-
новить батарею непосредственно перед 
началом эксплуатации прибора, что 
продлевает срок службы резервного ис-
точника питания.

Корпуса CAPHAT имеют встроенную 
несъемную батарею, так как в большин-
стве случаев хранение данных в течение 
гарантированного срока 10 лет вполне 
достаточно при отключенном основном 
питании.

Несмотря на широкое разнообразие 
различных типов технологий энергоне-
зависимой памяти (Flash, EEPROM, 
FRAM и др.), каждый тип памяти, со-
храняющий данные после отключения 
основного питания, имеет свои конкрет-
ные преимущества и недостатки, поэто-
му микросхемы с резервной батареей на-
ходят широкое применение в наши дни 
и, несомненно, память ZEROPOWER 
NVRAM будут популярны и в будущем. 
Главный вывод – выбирать конкретную 
технологию энергонезависимой памяти 
нужно обязательно по совокупности не-
скольких параметров.

Вся информация взята с сайта про-
изводителя www.st.com.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru

Таблица 1. Параметры микросхем памяти ZEROPOWER фирмы STMicroelectronics

Наименование Организация памяти Uпит. мин., 
В

Uпит. 
макс., В

Диапазон рабочих 
температур,°С Корпус (а)

M48Z2M1V
16 Мбит (2 Мбит x 8)

3,0 3,6
0...70 PLDIP36

M48Z2M1Y 4,5 5,5

M48Z512BV

4 Мбит (512 кбит x 8)

3,0 3,6 0...70 PMDIP32

M48Z512AY 4,5 5,5 0...70, -40...85 PMDIP32

M48Z512A 4,75 5,5 0...70 PMDIP32

M48Z129V

1 Мбит (128 кбит x 8)

3,0 3,6

0...70 PMDIP32M48Z128Y 4,5 5,5

M48Z128 4,75 5,5

M48Z35AV

256 кбит (32 кбит x 8)

3,0 3,6

0...70 PCDIP28, SOH28M48Z35Y 4,5 5,5

M48Z35 4,75 5,5

M48Z18

64 кбит (8 кбит x 8)

4,5 5,5 0...70
PCDIP28

M48Z08 4,75 5,5 0...70

M48Z58Y 4,5 5,5 0...70
PCDIP28, SOH28

M48Z58 4,75 5,5 0...70

M48Z12
16 кбит (2 кбит x 8)

4,5 5,5 0...70
PCDIP24

M48Z02 4,75 5,5 0...70

Рис. 1. Варианты конструктивного исполнения 
энергонезависимой памяти ZEROPOWER NVRAM 
компании STMicroelectronics

Рис. 2. Наименования и внешний вид литиевых 
батарей в корпусе SNAPHAT

Рис. 3. Структура микросхем ZEROPOWER NVRAM фирмы STMicroelectronics
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Рис. 4. Реализация 64 Мбит энергонезависимой памяти из четырех микросхем LPSRAM 
с объемом 16 Мбит

В некоторых случаях требуется го-
раздо больший объем энергонезависи-
мой памяти, чем содержится в одной 
микросхеме. Сейчас максимальный 
объем памяти ZEROPOWER NVRAM, 
выпускаемой STMicroelectronics, со-
ставляет 16 Мбит. Для создания энерго-
независимой памяти объемом 64 Мбит 
STMicroelectronics предлагает исполь-
зовать четыре микросхемы LPSRAM и 
специализированный контроллер (су-
первизор) M40Z300W (напряжение 
питания от 3,0 до 3,6 В) или M40Z300 
(напряжение питания от 4,5 до 5,5 В) 
с собственным резервным питанием от 
встроенной литиевой батареи. Это про-
иллюстрировано на рисунке 4. Допол-
нительное преимущество контроллеров 
M40Z300 и M40Z300W – наличие наи-
менований с диапазоном рабочих тем-
ператур от -40°С. Более подробная схе-
ма включения M40Z300/M40Z300W и 
четырех микросхем LPSRAM приведе-
на на рисунке 5.

На основе базовой техноло-
гии ZEROPOWER NVRAM из-
готавливаются также микросхемы 
TIMEKEEPER NVRAM. Для этого 
к энергонезависимой памяти добав-
ляются схемы часов реального време-
ни (Real Time Clock или RTC) и ка-
лендаря, включая часовой кварцевый 
резонатор на частоту 32.768 кГц, что 
существенно расширяет области при-
менения микросхем энергонезависимой 
памяти, предоставляя разработчику 
готовые функционально завершенные 
узлы. Микросхемы TIMEKEEPER 
NVRAM производят отсчет времени 
и сохраняют данные в регистрах даже 
при длительном отключении основно-
го источника питания. Цифровой код с 
выходов счетчиков записывается в об-
ласть распределенной памяти NVRAM 
и считывается как обыкновенные адре-
са ячеек памяти SRAM. Цифровые 
данные формируются для считывания 
в параллельном или последовательном 
кодах. Задающий генератор часов ре-
ального времени потребляет не более 
40 нА, что обеспечивает долговремен-
ную работу встроенной литиевой ба-
тареи. Микросхемы TIMEKEEPER 
NVRAM оптимизированы для напря-
жений питания 3,3 или 5,0 В.

Широкий выбор микросхем компа-
нии STMicroelectronics на основе энер-
гонезависимой памяти ZEROPOWER 
NVRAM и функционально закончен-
ных устройств на их основе позволя-
ет разработчику сделать оптимальный 
выбор, упростить схему, снизить себе-
стоимость прибора и сократить время 
от постановки задачи до реализации 
готового изделия.

Рис. 5. Схема организации энергонезависимой памяти 64 Мбит из четырех микросхем LPSRAM 16 
Мбит
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